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Синтез концепций гетерогенного зарождения и волнового роста а  - мартенсита 
при у- a  превращении сплавов на основе железа, как показывает анализ [1], позволяет 
реконсфуировать основные этапы формирования мартенситного кристалла по наблю­
даемым морфологическим признакам. Высокая (сверхзвуковая) скорость роста ассо­
циируется со скоростью нелинейной волны превращения, которая, в свою очередь, за­
дается (с высокой степенью точности) векторной суммой пары квазипродольных волн, 
бегущих в ортогональных направлениях и несущих пороговую деформацию со слабо 
искаженной (в пределе инвариантной) плоскостью. Пороговая деформация в управ­
ляющих волнах поддерживается в сильно неравновесной межфазной области за счет 
части кинетической энергии электронных потоков (эффект фононного мазера). Выпол­
ненные ранее оценки продемонстрировали возможности реализации одномодовой ге­
нерации в широком диапазоне изменения температуры и концентрации второго компо­
нента сплава. Согласованное снижение температуры начала мартенситной реакции (в 
случае охлаждения) при повышении концснф ации второго компонента сплава возни­
кает как естественное следствие ф ебования максимума неравновесной добавки к 
функции распределения элекф онов при фиксированных (или слабо изменяющихся) 
положениях уровня Ф ерми ц и пика плотности состояний еп на энергетической шкале. 
В реалистической двухзонной s -d  модели электронов оптимальные условия могут реа­
лизоваться при еп -  ц  »  Д «  0,2эВ, где величина А задается не только уровнем теплового 
размытия распределения, но и большой величиной затухания s -  электронов.

В данной работе на примере модельного спектра для электронов (приближение 
сильной связи с учетом ближайших и вторых соседей) показывается, что оптимальные 
условия для генерации волн смещений, управляющих ростом мартенситного кристалла 
могут выполняться одновременно, поскольку, с одной стороны, распределение ф ад и - 
ента химического потенциала в межфазной области на стадии роста является неодно­
родным [2], а с другой стороны, значимые (макроскопические) количества пар инверс­
но населенных электронных состояний локализуются в одном и том же энергетическом 
интервале в фиксированной окрестности Д * 0,2эВ вблизи уровня Ф ерми исходной фа­
зы. Кроме того, в том же энергетическом интервале имеются и пары инверсно населен­
ных состояний, переходы между которыми (с участием двух фононов, принадлежащих 
разным управляющим модам) обеспечивают фазовую синхронизацию управляющих 
мод.
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